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NPN-Diffundierte-Silizium-Mesa-Leistungstransistoren 25024, 25025, 25026

Hochfrequenz-Leistungstransistoren
50 Watt bei 100 °C Gehausetemperatur
Maximale Ucgisst) 0,8 Volt bei le = 2 A
Minimale fr von 10 MHz

Mechanische Daten
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Absolute Grenzwerte
25024 25025 25006

Kollaktor-Basis-Spannung 100V 150 V 200V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bam. 1) 100V 160 V 200V
Kollektar-Emitter-Spannung (Bam. 2) v B0V 100 V
Kollektor-Basis-Spannung - noy -+
Kollektorstrom - 75 A —r
Verlustieistung bei Tg < 25 °C (Bem. 3) - 100 W —*
Arbeitstemperaturberaich —E85°9C bis +175°C
Bemerkungen:

1. Rpe< 33 Q.

2. lg=10.

3. Lineare Reduzierung mit 1,56 °C/W bis 175 °C.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen typ min typ max Einh.
lemo Kollektor-Basis-Reststrom Uce = 100 V 25004 10 mA
Ugp = 150 ¥ 25025 10 ‘mA
Upp = 200V 25026 10 ma
leEn Kollektor-Emitter-Reststrom Uge =100V, Rpg=1330 25024 10 mA
Ugg=150Y, FRpe=33Q 25025 10 mA
Upg=200Y, Rpe=330Q 25006 10 mA
Umryceo Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung le = 10 mA, Ig =0 25024 32 ')
(Bem. 4) 25025 @0 v
25006 100 W
Ummigso Emitter-Basis-Durchbruchspannung lg=10 Ig = 10 mA Alla 10 v
lcro Kollektor-Basis-Reststrom lg=0
Ups =232V (25024)
Uep= B0V  (25025) Alle 1 mA
Ucm =100V (25026)
loo Kaollektor-Basis-Reststrom Iz =0, Ty = 150°C
Upgg =32V (25004)
Upm = 60V (25025) Alle 3 ma,
U =100V (25026}
hre Statische Stromverstérkung Ugg = 15V (Bam, 4) Alle 20 30
le=2A
hre Statische Stromverstarkung Uge =15V (Bam, 4) Alla 12
lg=12A, Teg=—85°C
Uceiayy  Hollektor-Emitter-Sattigungs- lc=2A, lc=02A Alla 04 08 V
spannumng (Bem, 4)
Upggaty Basis-Emitter-Sattigungsspannung lo=2A, Ip =024 Alle 10 15 V¥
{Bem. 4)
fp Transitfrequenz Uge =15V, g =05 A Alle 0 12 MHz
f=1MHz
Ceon Kollektor-Basis-Kapazitat Uge =15V, Ig=0 Alle 470 550 pF
fe 1 MHZ
ton+tarr Schaltzeit Siehe Priifschaltung Alle 20 e
Fma Thermischer Widerstand Alle 15 °Ciw
Kristall-Gehiduse
Thermische Zeitkonstanta (Bem. 5) Alle B ms
Bemerkungen:

4. Diese Parameter missen impulsmalig gemessen werden. Impulsbreite << 300 ps, Tastverhéltnis

= 2%

5. Diese Zeit ist notwendig, damit das Kristall 669 der Endtemperatur erreicht.
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Typlscher Kurvenverlauf von Ucegeasy In Abhingigkeit von Ig
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Typische Emitter-Kollektor-Kurven
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Mormierte Kleingignal-Stromverstirkung | hei. | als Funktion des Kollektorstromes
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Typische Anderung von Ucggsat) mit der Temperatur
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Testschaltung fir Schaltzeitmessungen der Typen 25024, 25025 und 25026
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Pulsbreite 10 ps Oszillograph muB eine Anstiegszeit Ipy bis 100 mA
Tastverhiitnis 2% von tr = 50 ns haben Ipz bis 100 mA
Widerstands-Toleranz +1% Tektronix 530, 540 oder 580 le bis 1A
Impulsgenerator Hewlett
Packard 214 A

Typische Ubertragungscharakteristik
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Spitzenleistung bel Tg = 25°C

Max, Spitzenleistung ist 500 W
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